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Repaso

Semiconductor en equilibrio térmico y caso intrinseco
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Repaso

Semiconductor extrinseco

Dopamos al semiconductor con una baja concentracion de impurezas donoras o aceptoras.
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Repaso

Semiconductor extrinseco

Dopamos al semiconductor con una baja concentracion de impurezas donoras o0 aceptoras. Cond. de no-deg. para
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Repaso

Semiconductor extrinseco
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Repaso

Semiconductor extrinseco
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n

Construimos una juntura p-n poniendo semiconductores tipo p y n en contacto directo.
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Region de deplecion
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Region de deplecion
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Region de deplecion
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Corriente a traves de la juntura
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Escribimos J, , como la suma de la corriente de
deriva (x E = —d¢/dx) y la corriente de difusion
(o< gradiente de la densidad de portadores):

Definimos: j, = —eJ,; jn, = eJy,

dn, dp,
]e — .unncE D d ]h —//‘ppv 14 dx

(Unp: Movilidad de e, h*; Dy, ,: Cte. de difusion de e-, h*)

Escribimos también las ecuaciones de continuidad:
Diferencia entre el flujo de salida y entrada de portadores

anc — G —R a]e apv G —R ]h
ot —e—% 9x’ ot A gy

Diferencia entre tasa de generacion y recomblnacmn de portadores
Suponemos que en la region de deplecion G, », R. , = 0, con lo cual en

el estacionario J, y J, resultan constantes a lo largo de la misma.
—> j = _e]e(_dp) + e]h(dn)




Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Corriente a traves de la juntura
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Corriente a traves de la juntura
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Corriente a traves de la juntura
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Corriente a traves de la juntura
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Juntura semiconductora p-n

Juntura semiconductora p-n: Corriente a traves de la juntura
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Transistor y pozos cuanticos

Transistor de efecto de campo (MOSFET) Pozos cuanticos
Se utiliza principalmente como interruptor o amplificador. GaAs y AlAs son semiconductores de gap
X CompuerE:\ Compuerta directo con EG¢%4S = 1.4 eV y FAWAS = 97 a\/
HVC =0 . |VC > VUmbral_ . g . 9 . .
Fuente Victal Drenaje FUENtE ey Drenaje Aleaciones Al,Ga,_,As tienen E; intermedios.
Sonaie A Yonaie Sonaie n Canal conductor o naie —»>Heteroestructuras de Al,Ga, ,As/GaAs/Al,Ga, ,As
v pueden formar pozos cuanticos.

Region de deplecion Region de deplecion Region de deplecion Region de deplecion
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Metal Aisl. Semic. p X Metal Aisl. Semic. p X R

>
Al aumentar V- por encima de V,,,,5rq1, S€a crea un canal  Utilizando Al,Ga,_ As tipo n(p), e*(h*) “caen”
de conduccion, cuyo tamano (y resistencia) depende de V.. al pozo creando un gas bidimensional de e-(h™).



Resumen

* Region de deplecion en la juntura p-n

 Respuesta ante un voltaje aplicado

. , . Carga neta (-) Carga neta (+)
» Corriente a través de la juntura Compueria | Regitn co.
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